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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumineszenz-und/oder Photo-Diode und Verfahren zu deren 
Herstellung 

(57) Zusammenfassung: Bei einer oberflachenmontierba- 
ren Miniatur-Lumineszenzdiode mit einem Chipgehause, 
das einen Leiterrahmen (16) aufweist und einem auf dem 
Leiterrahmen (16) angeordneten und mit diesem in elektri- 
schen Kontakt stehenden Halbleiterchip (22), der einen ak- 
tiven t strahlungsemittierenden Bereich enthalt, ist erfin- 
dungsgemaG der Leiterrahmen (16) durch eine biegsame 
Mehriagenschicht(12, 14) gebildet. 
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Beschreibung 

[0001] Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode und Verfahren zu deren 
Herstellung Die Erfindung betrifft eine oberflachen- 
montierbare Miniatur-Lumineszenz- und/oder Photo- 
diode mit einem Chipgehause, das einen Leiterrah- 
men (Leadframe) aufweist und einem auf dem Leiter- 
rahmen angeordneten und mit diesem in elektrischen 
Kontakt stehenden Halbleiterchip, der einen aktiven, 
strahlungsemittierenden Bereich enthalt. Die Erfin- 
dung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer 
derartigen Lumineszenzdiode. 
[0002] Zur Erweiterung der Einsatzgebiete und zur 
Reduzierung der Herstellungskosten wird versucht, 
Lumineszenz- und/oder Photodioden in immer klei- 
neren BaugroBen herzustellen. Sehr kleine Lumines- 
zenzdioden sind beispielsweise fur die Hintergrund- 
beleuchtung der Tasten von Mobiltelefonen erforder- 
lich. 

[0003] inzwischen sind LED-Gehause mit einer 
Stellflache der Abmessung 0402 (entsprechend 0,5 
mm x 1,0 mm) und einer Bauteilhohe von 400 pm - 
600 pm verfugbar. Eine weitere Verminderung der 
Bauteilhohe gestaltet sich mit den gegenwartigen 
Gehausekonzepten jedoch schwierig. 
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine oberflachenmontierbare Miniatur-Lu- 
mineszenz- und/oder Photodiode der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, die eine weitergehende Ver- 
kleinerung ihrer BaugroBe erlaubt. 
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine oberflachen- 
montierbare Miniatur-Lumineszenz- und/oder Pho- 
to-Diode mit den Merkmalen des Anspruches 1 und 
das Verfahren zur Herstellung einer oberflachenmon- 
tierbaren Lumineszenz- und/oder Photo-Diode mit 
den Merkmalen des Anspruches 12 geldst. Vorteil- 
hafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Er- 
findung gehen aus den Unteranspruchen hervor. 
[0006] ErfindungsgemaB ist bei einer gattungsge- 
maBen oberflachenmontierbaren Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode vorgesehen, dali der 
Leiterrahmen durch eine biegsame Mehrlagen- 
schicht gebildet ist. Die Erfindung beruht also auf 
dem Gedanken, durch Montage des strahlungser- 
zeugenden und/oder strahlungsempfangenden Halb- 
leiterchips auf einem biegsamen Leiterrahmen eine 
Lumineszenz- und/oder Photo-Diode kleiner Stellfla- 
che zu schaffen, die in hoher Packungsdichte und so- 
mit mit geringen Produktionskosten hergestellt wer- 
den kann. 

[0007] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er- 
findung ist vorgesehen, dad die biegsame Mehrla- 
genschicht eine Metallfolie und eine auf der Metallfo- 
lie angeordnete und mit dieser verbundene Kunst- 
stofffolie umfaBt. 

[0008] Dabei ist zweckmaBig die Kunststofffolie mit 
der Metallfolie verklebt. Die beiden miteinander ver- 
bundenen Folien stelien somit einen flexiblen Leiter- 
rahmen fur den Halbleiterchip dar. 



[0009] In diesem Zusammenhang ist bevorzugt, 
wenn die Metallfolie einen ersten und einen zweiten 
ChipanschluBbereich umfaBt, und die Kunststofffolie 
in den auf diesen ChipanschluBbereichen angeord- 
neten Bereichen Aussparungen aufweist. Der Halb- 
leiterchip kann dann mit Vorteil mit einer ersten Kon- 
taktflache auf dem ersten ChipanschluBbereich an- 
geordnet sein, und mit einer zweiten Kontaktflache 
mit dem zweiten ChipanschluBbereich elektrisch lei- 
tend verbunden sein, beispielsweise mittels eines 
Bonddrahtes. Das bedeutet, dass der Halbleiterchip 
durch eine erste Aussparung hindurch auf dem ers- 
ten ChipanschluBbereich montiert ist und die elektri- 
sche Verbindung der zweiten Kontaktflache mit dem 
zweiten ChipanschluBbereich durch eine zweite Aus- 
sparung hindurch hergestellt ist 
[0010] Die Dicke der Metallfolie betragt in einer be- 
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung weniger als 
80 pm und liegt bevorzugt zwischen einschlieBlich 30 
pm und einschlieBlich 60 pm. Eine solche minimale 
Metallisierungsdicke erlaubt die Realisierung einer 
sehr geringen Gehausehohe von weniger als 400 
pm, insbesondere von weniger als 350 pm. Vorteil- 
hafterweise kann diese Bauhohe auch mit einer Chip- 
hohe von 1 50 pm realisiert werden, ohne dass gleich- 
zeitig der Bogen eines Bonddrahtes zwischen der 
zweiten Kontaktflache des Chips und dem zweiten 
ChipanschluBbereich wesentlich kleiner gestaltet 
werden muS. Selbstverstandlich konnen mit der vor- 
liegenden Bauform auch mit herkommlich standard- 
maSigen Chipdicken von zwischen 220 pm und 250 
pm besonders geringe Bauhohen erzielt werden. 
[0011] Die Kunststofffolie ist in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform durch eine Epoxidharz-Folie gebil- 
det. In diesem Zusammenhang ist es weiterhin be- 
vorzugt, wenn die Kunststofffolie eine Dicke von we- 
niger als 80 pm, bevorzugt eine Dicke zwischen ein- 
schlieBlich 30 pm und einschlieBlich 60 pm aufweist. 
[0012] In einer zweckmaSigen Weiterbildung der Er- 
findung ist vorgesehen, daB der Halbleiterchip in eine 
transparente Oder transluzente SpritzguBmasse ein- 
gebettet ist. An Stelle der SpritzguBmasse kann eine 
Spritzpressmasse verwendet sein. 
[0013] Besonders groSe Vorteile bietet die Erfin- 
dung fur Miniatur-Lumineszenzdioden bei denen der 
Leiterrahmen eine Abmessung von etwa 0,5 mm * 
1,0 mm oder weniger aufweist, insbesondere bei Lu- 
mineszenzdioden, die eine Bauteilhohe von etwa 400 
pm oder weniger, bevorzugt von etwa 350 pm oder 
weniger aufweisen. 

[0014] Neben den genannten Vorteilen bieten Lumi- 
neszenzdioden der oben beschriebenen Art einen 
geringen Warmewiderstand R^, so daB aufgrund der 
guten Warmeabfuhrung eine hohe Verlustleistung 
moglich ist. Auch erlaubt der geschilderte Aufbau, auf 
engem Raum sehr flexibel Gestaltungen mit einer 
Mehrzahl von Chips (Multi Chip Designs) zu verwirk- 
lichen. 

[0015] Das Verfahren zur Herstellung einer oberfla- 
chenmontierbaren Lumineszenzdiode umfaBt erfin- 
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dungsgemaR die Verfahrensschritte: 

- Bereitstellen eines Leiterrahmens aus einer 
biegsamen Mehrlagenschicht, der mindestens ei- 
nen ersten und mindestens einen zweiten Chipan- 
schlullbereich aufweist; 

- Bereitstellen von mindestens einem Halbleiter- 
chip, der einen aktiven, strahlungsemittierenden 
und/oder strahlungsempfangenden Bereich ent- 
halt und eine erste und zweite Kontaktflache auf- 
weist; 

- Montieren des Halbleiterchips mit der ersten 
Kontaktflache auf den ersten Chipanschluftbe- 
reich des Leiterrahmens; 

- Verbinden der zweiten Kontaktflache mit dem 
zweiten ChipanschluBbereich des Leiterrahmens; 
und 

- Herstellen einer Umhullung fur den Halbleiter- 
chip mittels Vergie&en, Umspritzen oder Umpres- 
sen (im Folgenden zusammenfassend "Umhul- 
len" genannt) des Halbleiterchips mit Umhullungs- 
material, das fur die emittierte und/oder empfan- 
gene Strahlung durchlassig ist, insbesondere mit 
entsprechend transparentem oder transluzentem 
Kunststoffmaterial. 

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfalit 
dabei der Schritt des Bereitstellens eines Leiterrah- 
mens das Bereitstellen und Stanzen einer dunnen 
Metallfolie, urn den ersten und zweiten Chipan- 
schluRbereich zu definieren. 
[0017] In einer weiteren zweckmafiigen Ausgestal- 
tung umfafM der Schritt des Bereitstellens eines Lei- 
terrahmens das Bereitstellen und Stanzen einer dun- 
nen Kunststofffolie, um Aussparungen zum elektri- 
schen Anschlufi des Halbleiterchips zu definieren. 
[001 8] Die beiden Folien werden dann vorteilhaft bei 
dem Schritt des Bereitstellens eines Leiterrahmens 
miteinander verklebt. 

[0019] In vorstehendem Zusammenhang ist es wel- 
ter zweckma&ig, wenn bei dem Schritt des Umhul- 
lens das Umhullungsmaterial auf die Kunststofffolie 
der Mehrlagenschicht gespritzt wird. Dies sichert 
eine gute Anbindung des Umhullungskorpers an den 
fiexiblen Leiterrahmen. 

[0020] Wetter wird bei dem Schritt des Umhullens 
mit Vorteil ein Anspritzkanal durch eine Mehrzahl von 
auf der Mehrlagenschicht angeordneten Bausteinen 
gefuhrt. Dadurch wird, verglichen mit dem standard- 
ma (ligen Anspritzen jedes Bauteils durch einen eige- 
nen Kanal, die Zahl der Anspritzkanale reduziert, so 
daft eine Vielzahl von Bauelementen auf engstem 
Raum realisiert werden kann. 
[0021] In einer bevorzugten Gestaltung des erfin- 
dungsgemaSen Verfahrens werden der erste und 
zweite ChipanschluBbereich des Leiterrahmens bei 
den Schritten des Montierens des Halbleiterchips, 
des Verbindens der zweiten Kontaktflache und des 
Umhullens des Halbleiterchips kurzgeschlossen und 
geerdet. Dadurch werden statische Aufladungen ver- 
hindert und Schaden durch elektrostatische Entla- 



dungen (ESD) an den Bauteilen vermieden. 
[0022] Welter ist es bei dem erfindungsgema&en 
Verfahren bevorzugt, wenn eine Mehrzahl von auf 
der Mehrlagenschicht angeordneten Bausteinen 
nach dem Schritt des Umhullens auf Funktionsfahig- 
keit getestet werden. Dazu werden die einzelnen 
Bausteine bei Ertialt ihrer mechanische Einbindung 
elektrisch getrennt. 

[0023] Durch die Verwendung des fiexiblen Leiter- 
rahmenmaterials konnen alle Prozeflschritte des er- 
findungsgemaflen Verfahrens Reel-to-Reel (von ei- 
ner Abwickel- zu einer Aufwickelhaspel) durchgefuhrt 
werden, was den Handhabungsaufwand bei der Her- 
stellung minimiert. 

[0024] Daruber hinaus besteht bei dem beschriebe- 
nen Konzept die Moglichkeit, auf das Taping der Bau- 
teile zu verzichten. Falls gewunscht, kann eine Mehr- 
zahl zusammengehoriger Bauteile nach einem Chip- 
test auf dem fiexiblen Rahmen zusammen mit einer 
Wafermap ausgeliefert werden. Altemativ konnen die 
Bauteile nach dem Chiptest wie bisher vereinzelt, ge- 
taped und ausgeliefert werden. 
[0025] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Merk- 
male und Details der Erfindung ergeben sich aus den 
abhangigen Anspruchen, der Beschreibung des Aus- 
fuhrungsbeispiels und der Zeichnungen. 
[0026] Weitere Vorteile, Weiterbildungen und Aus- 
gestaltungen der erfindungsgema&en Miniatur-Lumi- 
neszenz- und/oder Photo-Diode ergeben sich aus 
dem im Folgenden in Verbindung mit der Zeichung 
erlauterten Ausfuhrungsbeispiel. In der Zeichnung 
sind jeweils nur die fur das Verstandnis der Erfindung 
wesentlichen Elemente dargestellt. Dabei zeigt 
[0027] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht des 
Ausfuhrungsbeispieles; und 
[0028] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Aus- 
fuhrungsbeispieles von Fig. 1 in Explosionsdarstel- 
lung. 

[0029] Fig. 1 und 2 zeigen in schematischer Dar- 
stellung eine allgemein mit 10 bezeichnete oberfla- 
chenmontierbaren Miniatur-Lumineszenzdiode. 
[0030] Die Miniatur-Lumineszenzdiode 10 weist ei- 
nen fiexiblen Leiterrahmen 16, einen LED-Chip 22 
mit einem aktiven, strahlungsemittierenden Bereich 
38 und einen Umhullungskorper 30 auf. Der flexible 
Leiterrahmen 16 besteht dabei aus einer 60 pm di- 
cken Metallfolie 12 und einer ebenfalls 60 pm dicken 
Epoxidharzfolie 14, die hochgenau miteinander ver- 
klebt sind. 

[0031] Die Metallfolie 12 ist so gestanzt, dafi sie 
eine Kathode 18 und eine Anode 20 definiert. Jeweils 
uber Kathode und Anode sind Aussparungen 34 und 
36 in die Kunststofffolie 14 gestanzt. Der LED-Chip 
22 ist mit seiner Unterseite 24 durch die Aussparung 
34 hindurch auf die Kathode 18 gebondet. Die Anode 
20 ist uber einen Bonddraht 28 durch die Aussparung 
36 mit der Oberseite 26 des LED-Chips 22 verbun- 
den. 

[0032] Um auf dem fiexiblen Rahmen moglichst vie- 
le Bauteile realisieren zu konnen, wird zum Umhullen 
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beispielsweise das sogenannte Cavity-to-Cavity Mol- 
ding eingesetzt. Dabei wird durch die Fuhrung eines 
Anspritzkanals durch die Bauteile die Anzahl der An- 
spritzkanale reduziert. 

[0033] Bei Betrieb der Lumineszenzdiode erzeugte 
Verlustwarme wird effektiv uber die Metallfolie 12 ab- 
gefuhrt (Bezugszeichen 32). 

[0034] Insgesamt hat die Miniatur-Lumineszenzdio 
de 10 eine Stellflache (footprint) von etwa 0,5 mm * 
1 ,0 mm und weist eine gesamte Bauteilhohe von le- 
diglich 350 pm auf. 

[0035] Die in der vorstehenden Beschreibung, in der 
Zeichnung sowie in den Anspriichen offenbarten 
Merkmale der Erfindung konnen sowohl einzeln als 
auch in beliebiger Kombination fur die Verwirklichung 
der Erfindung wesentlich sein. An Stelle des Lumi- 
neszenzdiodenchips kann ein Photodiodenchip ein- 
gesetzt sein oder ein Chip der als Lumineszenzdiode 
und als Photo-Diode betrieben wird. 

Patentanspruche 

1 . Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode mit einem Chipgehause, 
das einen Leiterrahmen (16) aufweist, und 

einem auf dem Leiterrahmen (16) angeordneten und 
mit diesem in elektrischen Kontakt stehenden Halb- 
leiterchip (22), der einen aktiven, strahlungsemittie- 
renden und/oder strahlungsempfangenden Bereich 
enthalt, dadurch gekennzeichnet, dall 
der Leiterrahmen (16) durch eine biegsame Mehrla- 
genschicht (12, 14) gebildet ist. 

2. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daft die biegsame Mehrla- 
genschicht (12, 14) eine Metallfolie (12) und eine auf 
der Metallfolie angeordnete und mit dieser verbunde- 
ne Kunststofffolie (14) umfalit. 

3. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Kunststofffolie (14) 
mit der Metallfolie (12) verklebt ist. 

4. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dad die Metallfolie (12) ei- 
nen ersten und einen zweiten Chip-anschludbereich 
(18, 20) umfaSt, und dafi die Kunststofffolie in den auf 
diesen ChipanschluRbereichen (18, 20) angeordne- 
ten Bereichen Aussparungen (34, 36) aufweist. 

5. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Halbleiterchip (22) 
mit einer ersten Kontaktflache (24) auf dem ersten 
ChipanschlulJbereich (18) angeordnet ist, und mit ei- 
ner zweiten Kontaktflache (26) mit dem zweiten Chi- 
panschlulJbereich (20) verbunden ist. 



6. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der Anspru- 
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dad die Dicke 
der Metallfolie (12) weniger als 80 pm betragt, insbe- 
sondere zwischen einschlie&lich 30 pm und ein- 
schlieSlich 60 pm liegt. 

7. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der Anspru- 
che 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dad die Kunst- 
stofffolie durch eine Epoxidharz-Folie (14) gebildet 
ist. 

8. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der Anspru- 
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke 
der Kunststofffolie (14) weniger als 80 pm betragt, 
insbesondere zwischen einschliefilich 30 pm und ein- 
schlieRlich 60 pm liegt. 

9. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dad 
der Halbleiterchip (22) in eine Umhullungsmasse (30) 
eingebettet ist 

10. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Leiterrahmen (16) eine Abmessung von etwa 0,5 
mm x 1,0 mm oder weniger aufweist. 

11. Oberflachenmontierbare Miniatur-Lumines- 
zenz- und/oder Photo-Diode nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dad 
die Lumineszenzdiode (10) eine Gesamtdicke von 
etwa 400 pm oder weniger, bevorzugt von etwa 350 
pm oder weniger aufweist. 

12. Verfahren zur Herstellung einer oberflachen- 
montierbaren Miniatur-Lumineszenz- und/oder Pho- 
to-Diode, insbesondere nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, mit den Verfahrensschritten: 

- Bereitstellen eines Leiterrahmens aus einer biegsa- 
men Mehrlagenschicht, der einen ersten und einen 
zweiten ChipanschluRbereich aufweist; 

- Bereitstellen eines Halbleiterchips, der einen akti- 
ven, strahlungsemittierenden Bereich enthalt und 
eine erste und zweite Kontaktflache aufweist; 

- Montieren des Halbleiterchips mit der ersten Kon- 
taktflache auf den ersten Chipanschludbereich des 
Leiterrahmens; 

- Verbinden der zweiten Kontaktflache mit dem zwei- 
ten Chipanschlu&bereich des Leiterrahmens; und 

- Umhullen des Halbleiterchips mit einem transpa- 
renten oder transiuzenten Umhullungsmaterial. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS der Schritt des Bereitstellens ei- 
nes Leiterrahmens das Bereitstellen und Stanzen ei- 
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ner dunnen Metallfolie, urn den ersten und zweiten 
Chipanschlufcbereich zu definieren, umfaSt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, dad der Schritt des Bereitstel- 
lens eines Leiterrahmens das Bereitstellen und Stan- 
zen einer dunnen Kunststofffolie, urn Ausparungen 
zum elektrischen AnschluB des Halbleiterchips zu 
definieren, umfalit. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 und 14, dadurch 
gekennzeichnet, daft der Schritt des Bereitstellens 
eines Leiterrahmens das Verkleben der beiden Foli- 
en umfaftt. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 

15, dadurch gekennzeichnet, daft bei dem Schritt des 
Umhullens das Umhullungsmaterial auf die Kunst- 
stofffolie der Mehrlagenschicht gespritzt wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 

16, dadurch gekennzeichnet, dafl bei dem Schritt des 
Umhullens ein Anspritzkanal durch eine Mehrzahl 
von auf der Mehrlagenschicht angeordnete Chips ge- 
fuhrt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 

17, dadurch gekennzeichnet, dafl der erste und zwei- 
te ChipanschluBbereich des Leiterrahmens bei den 
Schritten des Montieren des Halbleiterchips, des Ver- 
bindens der zweiten Kontaktflache und des Umhul- 
lens des Halbleiterchips kurzgeschlossen und geer- 
det werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 

18, dadurch gekennzeichnet, dad eine Mehrzahl von 
auf der Mehrlagenschicht angeordneter Chips nach 
dem Schritt des Umhullens auf Funktionsfahigkeit 
getestet werden, und daS dazu die einzelnen Chips 
bei Erhalt ihrer mechanische Einbindung elektrisch 
getrennt werden. 



Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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